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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: 91Процеси спінової інжекції в структурах метал/напівпровідників

Початок етапу: 04.2007

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження:
Форма власності:
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Розмір організації:
Телефон: 52-61-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Процеси спінової інжекції в структурах метал/напівпровідників

Назва роботи англійською:
Spin injection processes at metal/semiconductor structures

Реферат українською:
Оптимізовано за величинами керуючих параметрів режими напилювання тонких плівок оксидів металів
(зокрема, ZnO: Mn) магнетронним методом (тиск робочого газу - 0,8 Па, відстань мішень-підкладка при
діаметрі мішені 40 мм - 3 cм, температура підкладки - 473 К), що для різних концентрацій легуючої домішки
дало можливість одержувати однорідні плівки з прогнозованими значеннями питомого опору та доброю
адгезією до підкладки. 2. Шляхом вибору параметрів процесів хімічного травлення та термодифузії
оптимізовано режими створення шарів ZnО:Mn з дзеркальною та квантово-розмірною поверхнями. 3.
Показано, що наявність магнітної домішки приводить до появи додаткової смуги випромінювання у спектрах
фотолюмінісценції у гетерошарах ZnO:Mn, а наявність квантово-розмірної поверхні зумовлює додаткове
розсіювання хвиль лазерного опромінювання.

Реферат англійською:
We optimized magnetron deposition technology for thin films of metal oxides (in particular, ZnO:Mn), namely
carrier gas pressure (0.8 Pa), distance between the target measuring 40 mm across and the substrate (3 cm),
substrate temperature (473 K), allowing to obtain homogeneous films with desired specific resistivity and good
substrate adhesion for the different doping impurity concentrations. 2. Parameter variations for chemical etching
and thermal diffusion allowed technology optimization for ZnО:Mn layers with both mirror-smooth and quantum-
scale surface structures.3. It was shown that the presence of magnetic impurity results in a new
photoluminescence band for ZnO:Mn heterolayers; quantum-scale surface formations cause the pronounced
dispersion of incident laser light.
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